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УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: ТЕХНОЛОГИЯ И МОДЕЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И ПРИБОРИ ЗА ОПТОЕЛЕКТРОНИКАТА

ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: БАКАЛАВЪР
КАТЕДРА: ФИЗИКА НА ПОЛУПРОВОДНИЦИТЕ
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа
Общо: 

	Лекции
	VII
	3
	45

	Семинарни упражнения



	
	
	

	Практически упражнения
	VII
	2
	30

	Общо часа:
	
	6
	75

	Форма на контрол:
	изпит
	
	


А. АНОТАЦИЯ

В първата част на курса се излага теорията на кристалния растеж и физическите аспекти в технологичните методи за получаване и легиране на обемни монокристали и епитаксиални слоеве.на оптоелектронни материали. Във втората част на курса са систематизирани всички технологични операции за изготвяне на съвременни п/п оптоелектронни прибори (р-n структури, Шотки структури, омови контакти, пасивиране, корпуси). Отделено е значително внимание на нови и авангардни технологии. Отделено е също така внимание и място върху проектиране и конструиране на основни типове съвременни оптоелектронни полупроводникови прибори.


В лабораторния практикум се изследва и провежда израстване на полупроводникови кристали и се изработват някои основни полупроводникови прибори.

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

	№
	Тема, вид на занятието
	Брой часове

	1.
	Лекции
	

	1.1
	Диаграми на фазовото равновесие (диаграми на състоянието). 
	4

	1.2
	Основни принципи на теорията на кристалния растеж.. Основни модели и механизми на кристализация. Дву – и тримерни зародиши
	3

	1.3
	Методи за получаване на обемни монокристали на п/п и диелектрични материали от течна и газова фази. Основни закономерности при бавен кристален растеж. Влияние на фронта на кристализация върху структурни и електрични качества на кристалите
	5

	1.4
	Сегрегационни явления в процеса на кристален растеж. Концентрационен баланс при участие на летливи и нелетливи примеси в материнската фаза. Ефективен коефициент на сегрегация. Условия за еднородно лехиране
	4

	1.5
	Съвременни епитаксиални методи. Основни закономерности при епитаксия от течна и газова фаза. Вакуумно-кондензационен метод в развитие на молекулярно-лъчева епитаксия. Метало-органична епитаксия като развотие на епитаксия от газова фаза. Хетероепитаксия и графоепитаксия
	5

	1.6
	Вспомагателни технологични операции при производство на полупроводникови активни и пасивни оптоелектронни прибори: кристалографска ориентация, рязане на кристали, механична, химична и електрохимична обработка на повърхност 
	2

	1.7
	Фотолотография. Основни сведения. Фоторезисти и техните характеристики. Фотошаблони и методи за получаването им
	2

	1.8
	Основни принципи на формиране на р-n преход. Методи за създаване на р-n преход – в процес на кристализация, чрез формоване на точков контакт, сплавяне, йонна имплантация, дифузия. Основни понятия за планарна  технология. Сравнение на различните методи за получаване на  р-n преход. Шотки бариерни структури и методи за тяхното получаване.
	4

	1.9
	Физически аспекти в технологията на омови контакти на п/п оптоелектронни структури. Видове омови контакти. Методи за създаване на омови контакти. 
	2

	1.10
	Диелектрични покрития и методи за защита на повърхността на р-n преходите
	2

	1.11
	Херметизация – основни методи и контрол за херметизация. Корпуси за оптоелектронни прибори. Основни топлинни параметри и константи на корпуса. Методи за отвеждане на разсейвана мощност от активна оптоелектронна структура. Топлинен баланс между корпус и активна структура
	4

	1.12
	Моделиране и проектиране на съвременни оптоелектронни полупроводникови прибори. Основни теоретични закономерности. Зависимост на характеристиките от конструктивните и технологични параметри на р-n прехода и от физическите параметри на полупроводника.. Аналитично определяне на базови параметри на оптоелектронни 
	8

	Общо
	45

	2.
	Лабораторни упражнения
	

	2.1
	Зонно пречистване на полупроводникови материали
	5

	2.2
	Израстване на монокристали чрез изтегляне от стопилка по метода на Чохралски
	5

	2.3
	Епитаксия от течна фаза
	5

	2.4
	Технология на дифузонен диод
	5

	2.5
	Технология на сплавен транзистор
	5

	2.6
	Технология на светодиод
	5

	Общо
	30


В. Формата на контрол е: изпит

Г. Основна литература:

1. Ю.М.Таиров, В.Ф.Цветков. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов, Москва, Высшая школа, 1990

2. И Пичугин, Ю.Таиров. Технология полупроводниковых приборов, Москва, Высшая школа, 1984. 

3. А.Попов, Б.Арнаудов. Полупроводникови светодиоди и лазери, 1986

4. Т.М.Рачева. Технологични основи на микроелектрониката, София, 1991.

5. . М.Г.Крутякова и др. Полупроводниковые приборы и основы их проектирования, 1983.

Д.  Допълнителна литература:

6. Технология СБИС, под. Ред. С.Зи, Москва, Мир, 1986.

7. Д.Попов, Д.Чавдарова, Ю.Григориев, Г.Куроданов, Специални материали и технологии, София, Техника, 1991

8. А.Амброзяк. Конструкция и технология полупроводниковых фооелектрических приборов, 1970

9. Fabrication, Properties and Applications of Low-Dimensional Semiconductors, Eds. By M.Balkanski and I.Ianchev, NATO ASI Series, 3.High Tehnology-vol.3, 1994
10. Advanced Electronic Technologies and Systems Based on Low Dimensional Quantum Devices, Eds. By M.Balkanski and N.Andreev, NATO ASI Series, 3.High Tehnology-vol.2, 1996.
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